
図 1 超格子材料の 2つの結晶相の原子配置図[2] 
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Two phases can be distinguished only in Ge configuration.

(a) HRS of super-lattice film

(b) LRS of super-lattice film

(c) Ge2Sb2Te5 film annealed at 200deg.
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図 2 超格子材料の XRDスペクトル 

超格子材料を用いた相変化デバイス 
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データセンタやサーバーでは過去取り扱ったことのない大容量のデータ処理が要求され、高

速・低電力のストレージデバイスが必要になっている。我々は次世代ストレージデバイスとして、

GeTe/Sb2Te3積層構造を有する超格子材料を用いた相変化デバイスを開発している。 

従来の相変化材料のデータ書換えは、結晶-非晶質間の相転移を利用したものであり、溶融を伴

った原子の大幅な再配列が必要である。これに対し超格子材料のデータ書換えは、結晶-結晶間の

相転移を利用する。図 1は超格子材料の 2つの結晶相の原子配置図である。Ge原子の短距離移動

によって相転移が実現するため、転移に要するエネルギーがおよそ 1/20まで低減可能であること

が理論的に予測されている[1][2]。 

我々は 300 nm シリコンプロセスラインで Sb2Te3と GeTe の 2 種のターゲットを用いた PVD 法

により、超格子材料の均一成膜を試みた。図 2は超格子膜の XRD スペクトルである。理論上予測

される位置にピークが発現しており、所望の超格子膜が得られていることが確認できた。本膜を

適用した抵抗変化素子を作製し、書換電圧 0.46 V、書換電流 3.3 MA/cm
2でリセット動作すること

を確認し、従来の合金材料(Ge2Sb2Te5)を用いた同構造の素子に比べ、およそ 1/10 の電力で動作す

ることを確認した。 

本報告では、これまで開発してきた超格子膜の評価結果と、超格子膜を適用したメモリデバイ

ス特性、および集積化に向けた検討内容について紹介する。 
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